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요약

본 발명은 애노드ITO(Indium Tin Oxide)전극층과 캐소드금속전극층을 전기적으로 분리하는 절연층의 기능과 유기발
광층으로 정공을 주입하기 위한 정공주입층의 기능을 단일의 폴리이미드 단분자층에 의해 실행되도록 해서 전체적인 
공정의 단순화와 화소의 고효율/고개구율의 달성이 가능한 풀컬러 유기전기발광소자와 그 제조방법에 관한 것이다.

본 발명에 따르면, 글래스기판상에 애노드ITO전극층이 형성되고, 그 애노드ITO전극층의 상부에는 폴리이미드 단분자
층이 스핀코팅법에 의해 형성되어 상기 애노드ITO전극층과 캐소드금속전극층의 전기적인 절연과 정공의 주입기능을 
동시에 달성하게 되며, 그 단분자층상에 유기발광층과 전자주입층 및 캐소드금속전극층이 순차적으로 적층된 것이다.

대표도
도 4
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명세서

도면의 간단한 설명

도 1a는 종래의 일예에 따른 풀컬러 유기전기발광소자의 정단면 구조도,

도 1b는 도 1a에 도시된 풀컬러 유기전기발광소자의 측면 구조도,

도 1c는 도 1a에 도시된 'A'부분의 구조를 설명하기 위한 도면,

도 2는 도 1a에 도시된 풀컬러 유기전기발광소자의 전형적인 구조를 설명하기 위한 도면,

도 3은 도 2에 도시된 풀컬러 유기전기발광소자의 평면구조도,

도 4는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 풀컬러 유기전기발광소자의 구조도,

도 5는 도 4에 도시된 풀컬러 유기전기발광소자의 평면도,

도 6은 본 발명에 따른 풀컬러 유기전기발광소자의 제조에 적용되는 폴리이미드의 제조공정을 설명하는 도면이다.

*도면의 주요부분에 대한 부호의 설명*

10: 글래스기판, 12: 애노드ITO층

14: 절연층 18a: 정공주입층

18d: 캐소드금속층 30: 글래스기판

32: 애노드ITO전극층 34: 단분자층

40: 캐소드금속전극층

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기전기발광소자(Organic Electro-Luminescent Display)에 관한 것으로, 보다 상세하게는 애노드 ITO
전극과 캐소드금속전극의 단락(Short)를 방지하기 위한 절연층 공정과 정공주입층(Hole Transporting Layer) 공정
을 폴리이미드 단층(Polyimide monolayer)로 대치하여 공정의 단순화와 고효율가 가능하도록 된 풀컬러(Full coloe
r) 유기전기발광소자와 그 제조방법에 관한 것이다.

최근에, 유기 전기발광소자(즉, 유기 ELD)는 직류저전압구동이 가능하면서 고속의 응답성과 일반조건에서 구동 가능
한 발광형 디스플레이라는 이상적인 특성을 갖는 바, 그러한 점에서 그 유기 ELD는 휴대폰이라든지 PDA(Personal D
ata Assistant) 등에 널리 사용되는 추세이다.

도 1a와 도 1b는 종래의 일예에 따른 풀컬러 유기전기발광소자의 정면 및 측면 구조도를 나타내고, 도 1c는 도 1a에 도
시된 'A'부분의 구조를 설명하기 위한 도면이다.

 - 2 -



공개특허 특2002-0057021

 
도면을 참조하면, 종래의 일예에 따른 유기ELD는 글래스기판(10)상에 양극으로서 작용하도록 형성된 애노드 ITO층(
12)과, 그 애노드 ITO층(12)과 후술하는 음극으로서의 캐소드금속층의 상호 단락을 방지하기 위한 절연층(14) 및, 
인접한 음극(즉, 상기 애노드 ITO층(12))을 상호 분리하기 위한 음극분리벽(16)을 갖추게 되고, 상기 애노드 ITO층
(12)상에는 도 1c에 도시된 다층유기물층(18)이 형성된다.

즉, 도 1c에 도시된 다층유기물층(18)은 정공주입층(HTL; Hole Transporting Layer)(18a)과 유기발광층(EML; E
mitting Layer)(18b), 전자주입층(Electron Transporting Layer)(18c), 캐소드금속층(18d) 및 보호층(Passivat
ion Layer)(18e)으로 구성된다.

상기한 종래의 일예에 따른 유기 ELD의 구조에 대해 도 2를 참조하면, 상기 글래스기판(10)상에는 상기 양극으로서의 
애노드 ITO층(12)이 패터닝형성됨과 더불어 그 애노드 ITO층(12)상에는 상기 절연층(14)이 형성되고, 그 절연층(1
4)상에는 상기 음극분리벽(16)이 적정한 포토공정을 수행하고나서의 패터닝작업에 의해 형성된다.

또, 도 2를 참조하면 상기 절연층(14)상에는 상기 정공주입층(18a)과 유기발광층(18b), 전자주입층(18c), 상기 애노
드 ITO층(12)과 대응하는 캐소드금속층(18d) 및 보호층(18e)으로 이루어진 다층유기물층(18)이 형성된다.

즉, 통상적으로 도 1a 내지 도 1c와 도 2에 도시된 종래의 일예에 따른 유기 ELD는 대개 bus공정과, 상기 애노드 ITO
층(12)의 형성공정, 상기 절연층(14)의 형성공정, 음극분리벽(16)의 형성공정 및 저분자 다층유기물층(18)의 증착형
성공정을 일련적으로 수행함으로써 제조된다.

    
여기서, 상기 절연공정은 상기 캐소드금속층(18d)을 증착하는 경우에 발생되는 상기 애노드ITO층(12)과의 단락을 방
지하기 위해 수행되는 바, 통상적으로 그 절연공정에서는 ITO(Indium Tin Oxide)와의 점착성이 양호한 폴리이미드를 
사용하여 포토공정을 거쳐 패터닝하는 작업이 필요하게 되고, 그 공정에 후속하는 음극분리벽 형성공정을 통해 마스크
를 사용하여 상기 다층유기물층(18)의 정공주입층(HTL;18a)을 열증착(Thermal evaporation)방법에 의해 증착하게 
된다.
    

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그런데, 도 1a 내지 도 1c 및 도 2에 도시된 종래의 일예에 따른 유기전기발광소자에 따르면, 상기 절연공정을 수행하
여 상기 애노드ITO층(12)과 상기 캐소드금속층(18d)의 사이에 절연층(14)이 형성되는 경우에는 상기 절연층(14)이 
상기 애노드ITO층(12)에서 상기 정공주입층(18a)으로의 정공주입이 일어나는 영역을 일정한 부분에 걸쳐 차폐(즉, 
도 3 참조)하게 되어 효율이 열화될 뿐만 아니라 개구율도 낮아지는 불리함이 있게 된다.

    
즉, 도 2에 도시된 구조는 상기 애노드ITO층(12)과 상기 정공주입층(18a)의 사이에 개재되는 절연층(14)이 도 3에 
도시된 형태로 상기 상기 애노드ITO층(12)상에 다수의 유기물층을 적층하고나서 상기 캐소드금속층(18d)을 적층하
는 경우 상기 애노드ITO층(12)과 상기 캐소드금속층(18d)의 단락을 방지하기 위해 상기 애노드ITO층(12)상에 절연
층(14)을 코팅해서 마스크를 사용하여 UV로 노광하고 현상하여 도 3에 도시된 형태로 패텅닝하게 되고, 그 구조에서
는 정공주입이 일어나는 상기 애노드ITO전극층(12)의 외곽 가장자리 부분이 상기 절연층(14)에 의해 차단되기 때문
에 고효율을 얻기 어려울 뿐만 아니라 화소의 개구율도 저하되게 된다.
    

또, 상기 정공주입층(18a)을 적층하기 이전에 상기 애노드 ITO층(12)의 표면을 처리해서 작업성을 향상시키면서 상
기 정공주입층(18a)과의 점착성을 개선하는 공정이 수행되어야 하는 경우가 필요하게 되어, 결국 그러한 부가적인 공
정의 수행에 의해 양산시 공정시간과 비용의 상승이 초래되고, 초기투자시 고비용이 요구됨과 동시에 생산성과 작업능
력의 저하가 야기된다.
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본 발명은 상기한 종래 기술을 감안하여 이루어진 것으로, 애노드ITO전극와 캐소드금속전극의 단락을 방지하기 위해 
필요한 패터닝된 절연층의 공정을 다층유기물층의 정공주입층의 기능도 수행 가능한 폴리이미드에 의해 수행하여 전체
적인 공정의 단순화가 가능하면서 고효율 및 대개구율을 달성하도록 된 유기전기발광소자와 그 제조방법을 제공함에 
목적이 있다.

    발명의 구성 및 작용

상기한 목적을 달성하기 위해, 본 발명의 바람직한 실시양태에 따르면 글래스기판상에 애노드ITO전극이 형성되고; 상
기 애노드ITO전극층상에는 그 애노드ITO전극층과 캐소드금속층의 절연 및 정공주입을 위한 단분자층이 형성되며; 상
기 단분자층을 포함하여 다층유기물층을 형성하는 유기발광층과 전자주입층 및 상기 캐소드금속층이 순차적으로 형성
되어 구성된 풀컬러 유기전기발광소자가 제공된다.

바람직하게, 상기 단분자층은 폴리이미드로 형성되고, 그 폴리이미드는 무수물 모노머와 디아민 모노머가 1:1.05당량
비로 중합온도를 80℃에서 1시간, 80∼150℃에서 1시간, 150∼200℃에서 1시간, 200℃에서 6시간에 걸쳐 각 단계
별로 온도를 서서히 올리면서 촉매로서는 이소퀴놀린을 가하여 응집중합법으로 합성하여 형성된다.

상기 폴리이미드 단분자층은 스핀코팅법에 의해 증착형성된다.

본 발명의 다른 바람직한 실시양태에 따르면, 글래스기판상에 애노드ITO전극층을 형성하는 단계와; 상기 애노드ITO전
극층에 절연 및 정공주입을 위한 단분자층을 형성하는 단계; 상기 애노드ITO전극층과 상기 단분자층의 전기적인 절연
을 위한 음극분리벽을 패터닝형성하는 단계; 상기 단분자층상에 유기발광층과 전자주입층, 캐소드금속전극층 및 보호
층을 순차적으로 형성하는 단계로 이루어진 풀컬러 유기전기발광소자의 제조방법이 제공된다.

바람직하게, 상기 단분자층은 폴리이미드로 형성하고, 그 폴리이미드는 무수물 모노머와 디아민 모노머가 1:1.05당량
비로 중합온도를 80℃에서 1시간, 80∼150℃에서 1시간, 150∼200℃에서 1시간, 200℃에서 6시간에 걸쳐 각 단계
별로 온도를 서서히 올리면서 촉매로서는 이소퀴놀린을 가하여 응집중합법으로 합성하여 얻어진다.

또, 상기 폴리이미드 단분자층은 스핀코팅법으로 형성하게 된다.

상기한 본 발명에 따른 풀컬러 유기전기발광소자와 그 제조방법에 의하면 애노드ITO전극층과 캐소드금속전극층의 절
연과 정공주입의 기능을 양립적으로 갖는 폴리이미드 단분자층을 스핀코팅법에 의해 상기 애노드ITO전극층상에 형성
하게 되고, 그에 따라 공정의 단순화와 화소의 고효율 및 고개구율가 가능하게 된다.

이하, 본 발명에 대해 첨부도면을 참조하여 상세하게 설명한다.

도 4는 본 발명에 따른 유기전기발광소자의 구조를 설명하기 위한 도면으로, 글래스기판(30)상에는 애노드ITO전극층
(32)이 형성되고, 그 애노드 ITO전극층(32)상에는 본 발명에 따라 다층유기물층(34)의 정공주입층(HTL)과 상기 애
노드ITO전극층(32)을 후술하는 캐소드금속전극층과 절연시키는 기능을 동시에 수행하는 단분자층(Monolayer)(36)
이 형성된다.

    
여기서, 절연층의 기능과 정공주입층의 기능을 동시에 수행하기 위한 본 발명에 따른 상기 단분자층(36)의 형성을 위
한 폴리이미드의 구조와 그 합성방법은 도 6에 나타낸 바와 같이 무수물 모노머(anhydride monomer)와 디아민 모노
머(diamine monomer)를 1:1.05의 당량비로 하여 중합온도를 80℃에서 1시간, 80∼150℃에서 1시간, 150∼200℃
에서 1시간, 200℃에서 6시간에 걸쳐 각 단계별로 온도를 서서히 올리면서 촉매로서는 이소퀴놀린(isoquinoline)을 
가하여 응집중합법으로 합성하게 된다.
    

그리고, 상기 애노드ITO전극층(32)과 상기 단분자층(36)을 전기적으로 분리시키기 위한 음극분리벽(도 5에서 38 참
조)이 포토공정에 의해 패터닝형성된다.
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또, 상기 단분자층(36)상에는 유기발광층(38)과 전자주입층(40) 및 캐소드금속전극층(42)이 상기 단분자층(36)에 
순차적으로 적층된다.

    
따라서, 상기한 기존의 유기ELD중에서 도 2에 도시된 구조는 상기 애노드ITO층과 상기 정공주입층의 사이에 개재되
는 절연층이 정공주입층의 외곽 주변부를 차폐하게 되어 고효율 및 고개구율의 구조를 형성하기 어렵지만, 본 발명에 
따른 구조에서는 절연층과 정공주입층의 기능을 동시에 수행하는 폴리이미드 단분자층(36)을 적용함에 따라 절연층 자
체가 애노드ITO전극층(32)에서 일어나는 정공주입을 받아 정공주입 역할을 수행하게 되기 때문에 별도의 정공주입층 
증착공정도 배제된다.
    

또, 절연층의 패터닝도 불필요하게 되고 단지 스핀코팅(Spin coating)에 의해서만 상기 단분자층(36)의 형성이 가능
하게 되어 공정의 단축이 달성될 뿐만 아니라 도 5에서 점선으로 표시된 부분만큼 유기발광층(38)의 면적을 확장시킬 
수 있게 되어 고효율화 및 고개구율의 개선이 실현될 수 있다.

한편, 본 발명은 상기한 예로 한정되지는 않고, 발명의 기술적 요지 및 요점을 이탈하지 않는 범위내에서 다양한 변경 
및 변형실시가 가능함은 물론이다. 예컨대, 본 발명에 적용된 폴리이미드에 금속을 첨가 또는 배합하거나 기능성 기(基)
를 도입하여 박막트랜지스터-액정표시장치(TFT-LCD)에서도 SiNx를 대치하는 게이트절연체로서 적용할 수 있게 된
다.

    발명의 효과

상기한 바와 같이, 본 발명에 따른 풀컬러 유기전기발광소자와 그 제조방법에 의하면, 폴리이미드 단분자층에 의해 절
연층과 정공주입층의 기능을 모두 달성하게 됨에 따라 절연층의 형성을 위한 포토공정(UV노광, 현상)이 불필요하게 됨
과 더불어 정공주입층의 증착과정이 배제될 수 있게 되어 전체적인 공정의 단순화가 가능하게 되고, 그에 따라 초기의 
장비투자비용이 대폭적으로 절감됨과 더불어 공정시간의 단축이 가능하게 된다.

또, 단분자층이 절연층과 정공주입층의 역할을 동시에 수행하게 됨에 따라 화소의 개구율이 증가되어 휘도의 향상이 달
성되는 한편, 정공주입의 효율증대로 소자특성이 향상될 수 있게 된다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

글래스기판상에 애노드ITO전극이 형성되고;

상기 애노드ITO전극층상에는 그 애노드ITO전극층과 캐소드금속층의 절연 및 정공주입을 위한 단분자층이 형성되며;

상기 단분자층을 포함하여 다층유기물층을 형성하는 유기발광층과 전자주입층 및 상기 캐소드금속층이 순차적으로 형
성되어 구성된 것을 특징으로 하는 풀컬러 유기전기발광소자.

청구항 2.

제 1항에 있어서, 상기 단분자층은 폴리이미드로 형성되고, 그 폴리이미드는 무수물 모노머와 디아민 모노머가 1:1.05
당량비로 중합온도를 80℃에서 1시간, 80∼150℃에서 1시간, 150∼200℃에서 1시간, 200℃에서 6시간에 걸쳐 각 
단계별로 온도를 서서히 올리면서 촉매로서는 이소퀴놀린을 가하여 응집중합법으로 합성하여 형성된 것을 특징으로 하
는 풀컬러 유기전기발광소자.

청구항 3.
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제 1항 또는 제 2항에 있어서, 상기 폴리이미드 단분자층은 스핀코팅법에 의해 증착형성되는 것을 특징으로 하는 풀컬
러 유기전기발광소자.

청구항 4.

글래스기판상에 애노드ITO전극층을 형성하는 단계와;

상기 애노드ITO전극층에 절연 및 정공주입을 위한 단분자층을 형성하는 단계;

상기 애노드ITO전극층과 상기 단분자층의 전기적인 절연을 위한 음극분리벽을 패터닝형성하는 단계;

상기 단분자층상에 유기발광층과 전자주입층, 캐소드금속전극층 및 보호층을 순차적으로 형성하는 단계로 이루어진 것
을 특징으로 하는 풀컬러 유기전기발광소자의 제조방법.

청구항 5.

제 4항에 있어서, 상기 단분자층은 폴리이미드로 형성하고, 그 폴리이미드는 무수물 모노머와 디아민 모노머가 1:1.05
당량비로 중합온도를 80℃에서 1시간, 80∼150℃에서 1시간, 150∼200℃에서 1시간, 200℃에서 6시간에 걸쳐 각 
단계별로 온도를 서서히 올리면서 촉매로서는 이소퀴놀린을 가하여 응집중합법으로 합성하여 얻어진 것을 특징으로 하
는 풀컬러 유기전기발광소자의 제조방법.

청구항 6.

제 4항에 있어서, 상기 폴리이미드 단분자층은 스핀코팅법으로 형성하는 것을 특징으로 하는 풀컬러 유기전기발광소자
의 제조방법.

도면 1a

도면 1b
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도면 1c

도면 2

도면 3
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도면 4

도면 5
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도면 6

 - 9 -



专利名称(译) 全彩有机电致发光器件及其制造方法

公开(公告)号 KR1020020057021A 公开(公告)日 2002-07-11

申请号 KR1020000087253 申请日 2000-12-30

申请(专利权)人(译) 现代电梯有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 现代电梯有限公司.

[标]发明人 MIN KYOUNGWOOK
민경욱
KIM WOOYOUNG
김우영
JU SUNGHOO
주성후
KIM SUNWOONG
김선웅
KANG JAEIK
강재익
LEE JOOHYEON
이주현

发明人 민경욱
김우영
주성후
김선웅
강재익
이주현

IPC分类号 H01L51/50 H05B33/18

CPC分类号 H01L51/5048 H01L51/0003 H01L51/5088 H01L51/56

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明的特征在于，用于将阳极ITO（氧化铟锡）电极层与阴极金属电极
层电分离的绝缘层的功能和用于将空穴注入有机发光层的空穴注入层的
功能由单个聚酰亚胺单层进行，对于能够简化工艺并实现像素的高效率/
高孔径比的全色有机电致发光器件及其制造方法。 根据本发明，在玻璃
基板上形成阳极ITO电极层，通过旋涂在阳极ITO电极层上形成聚酰亚胺
单层，使阳极ITO电极层与阴极金属电极层电绝缘，同时，有机发光层，
电子注入层和阴极金属电极层依次堆叠在单层上。 4   - 1 -

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/d1c60ce1-938a-4e5c-9d0c-83d166da2886
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/027690131/publication/KR20020057021A?q=KR20020057021A

